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Beschreibung
GEBIET DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Flachbildschirmanzeigen. Im Besonderen betrifft
die vorliegende und beanspruchte Erfindung eine
Flachbildschirmanzeige und Verfahren zur Erzeu-
gung einer Flachbildschirmanzeige mit Zeilenmetall,
welches eine gute Leitfahigkeit vorsieht und Bescha-
digungen in folgenden Verarbeitungsschritten stand-
halt.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine Kathodenstrahlrobhrenanzeige
(CRT-Anzeige) liefert allgemein die beste Helligkeit,
den héchsten Kontrast, die beste Farbqualitat und
den groften Betrachtungswinkel unter den dem
Stand der Technik entsprechenden Computermonito-
ren bzw. Computerbildschirmen. CRT-Anzeigen ver-
wenden fir gewodhnlich eine Leuchtstoff- bzw. Phos-
phorschicht, die auf eine dinne Frontplatte bzw. ei-
nen dinnen Schirmtrager aus Glas abgeschieden
wird. Diese CRTs erzeugen ein Bild unter Verwen-
dung von einem bis drei Elektronenstrahlen, die Elek-
tronen mit hoher Energie erzeugen, die Uber den
Leuchtstoff in einem Raster- bzw. Gittermuster abtas-
ten. Der Leuchtstoffwandelt die Elektronenenergie in
sichtbares Licht um, so dass das gewtinschte Bild er-
zeugt wird. Aufgrund der groRRen Vakuumkolben, wel-
che die Kathode einschlieRen bzw. umschlieen und
sich von der Kathode zu der Frontplatte bzw. dem
Schirmtrager der Anzeige erstrecken, sind dem
Stand der Technik entsprechende CRT-Anzeigen je-
doch grof® und sperrig. Fur gewdhnlich wurden bis-
lang fur die Gestaltung von Flachbildschirmanzeigen
somit andersartige Anzeigetechnologien eingesetzt,
wie zum Beispiel Technologien von Aktivmatrix-Flis-
sigkristallanzeigen, Plasmabildschirmanzeigen und
Elektrolumineszenzanzeigen.

[0003] In letzter Vergangenheit wurde eine diinne
Flachbildschirmanzeige entwickelt, die fir gewdhn-
lich als Feldemissionsanzeige (FED) bezeichnet
wird. Diese Anzeige verwendet den gleichen Prozess
bzw. da gleiche Verfahren fir die Erzeugung von Bil-
dern wie dieser bzw. dieses auch in CRT-Vorrichtun-
gen zum Einsatz kommt. Die FEDs verwenden eine
Ruckplatte mit einer Matrixstruktur aus Zeilen und
Spalten von Elektroden. Eine derartige FED wird in
dem U.S. Patent US-A-5.541.473 beschrieben, das
hierin durch Verweis enthalten ist. Fir gewdhnlich
wird die Ruckplatte durch Abscheiden einer Katho-
denstruktur (Elektronen emittierend) auf eine Glas-
platte abgeschieden. Die Kathodenstruktur weist
Emitter auf, die Elektronen erzeugen. Die Ruckplatte
weist fur gewdhnlich einen aktiven Oberflachenbe-
reich auf, in dem die Kathodenstruktur abgeschieden
wird. Fir gewodhnlich bedeckt der aktive Oberflachen-

bereich nicht die ganze Oberflache der Glasplatte ab,
und es verbleibt ein dinner Streifen um die Kanten
bzw. die Rander der Glasplatte. Der diinne Streifen
wird als Rand oder als Randbereich bezeichnet. Leit-
fahige Spuren erstrecken sich durch den Rand, um
eine elektrische Verbindung mit dem aktiven Oberfla-
chenbereich zu ermdglichen. Diese Spuren werden
fur gewohnlich durch einen dielektrischen Film abge-
deckt, wo sie sich Uber den Rand bzw. die Begren-
zung erstrecken, so dass ein Kurzschluss verhindert
wird.

[0004] Dem Stand der Technik entsprechende
Flachbildschirmanzeigen weisen eine Frontplatte
(Anode) aus dinnem Glas auf, mit einer Leuchtstoff-
schicht, die Uber die Oberflache der Frontplatte abge-
schieden wird. Eine leitfahige Schicht wird auf dem
Glas oder auf dem Phosphor bzw. dem Leuchtstoff
abgeschieden. Die Frontplatte ist fir gewdhnlich von
der Rickplatte um etwa 1 Millimeter entfernt. Die
Frontplatte bzw. der Schirmtrager weist einen aktiven
Oberflachenbereich auf, in dem die Leuchtstoff-
schicht abgeschieden wird. Die Frontplatte weist fer-
ner einen Randbereich auf. Bei dem Rand handelt es
sich um einen diinnen Streifen, der sich von dem ak-
tiven Oberflachenbereich zu den Kanten bzw. Ran-
dern der Glasplatte erstreckt. Bei dem Rand handelt
es sich um einen dinnen Streifen, der sich von dem
aktiven Oberflachenbereich zu den Kanten bzw. den
Réandern der Glasplatte erstreckt. Die Frontplatte
wird unter Verwendung einer Glasabdichtungsstruk-
tur an der Rickplatte angebracht. Die Dichtungs-
bzw. Abdichtungsstruktur wird fir gewdhnlich da-
durch gebildet, dass eine Glasfritte in einem Hoch-
temperatur-Erhitzungsschritt geschmolzen wird. Da-
durch wird eine Einfassung gebildet, die ausgepumpt
wird, so dass ein Vakuum zwischen dem aktiven
Oberflachenbereich der Rickplatte und dem aktiven
Oberflachenbereich der Frontplatte erzeugt wird.

[0005] Dem Stand der Technik entsprechende Ka-
thodenstrukturen werden fir gewohnlich dadurch ge-
bildet, dass eine erste Metallschicht Uber einer Glas-
platte abgeschieden wird (erste Metallschicht). Die
erste Metallschicht wird danach maskiert und geatzt,
so dass Zeilen von leitfahigen Streifen (Zeilenmetall)
gebildet werden. Fir gewohnlich wird eine Wider-
standsschicht, die aus Siliziumkarbid (SiC), Cermet
oder einer Kombination aus SiC und Cermet gebildet
wird, Uber dem Zeilenmetall abgeschieden. Danach
wird eine dielektrische Schicht abgeschieden. Eine
zweite Metallschicht wird danach Uber der Oberfla-
che der kathodischen bzw. Kathodenstruktur abge-
schieden. Eine Reihe von Maskierungs- und Atz-
schritten wird danach ausgefiihrt, um Spalten von
leitfahigen Streifen (Spaltenmetall) zu bilden. Die
Maskierungs- und Atzschritte bilden ferner Offnun-
gen in dem Spaltenmetall, die sich durch die dielekt-
rische Schicht erstrecken, so dass Teilsticke bzw.
Abschnitte der Widerstandsschicht freigelegt wer-
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den. Emitter werden Uber den freiliegenden Abschnit-
ten des Zeilenmetalls und in den Offnungen in dem
Spaltenmetall durch eine Reihe von Abscheidungs-
und Atzschritten gebildet. Einzelne Bereiche der Ka-
thode werden wahlweise aktiviert, indem elektrischer
Strom an ausgewabhlte leitfahige Streifen des Zeilen-
metalls und ausgewahlte leitfahige Streifen des Spal-
tenmetalls angelegt wird, um Elektronen zu erzeu-
gen, die auf den Leuchtstoff auftreffen, um eine An-
zeige in dem aktiven Oberflachenbereich der Front-
platte zu erzeugen. Diese FEDs weisen alle Vorteile
herkémmlicher CRTs auf, weisen jedoch den groRen
Vorteil auf, dass sie deutlich dinner sind.

[0006] Die erste Metallschicht einer FED wird fiir ge-
wohnlich aus einer Legierung aus Nickel (ungefahr
92%) und Vanadium (ungefahr 8%) gebildet. Eine Ni-
ckel-Vanadium-Legierung wird verwendet, da sie
eine gute elektrische Bindung mit der dariber liegen-
den Widerstandsschicht vorsieht und da sie wider-
standsfahig ist gegen Beschadigungen und Verunrei-
nigungen in folgenden Verfahrens- bzw. Verarbei-
tungsschritten. Die Widerstandsfahigkeit bzw. der
Widerstand der Nickel-Vanadium-Schicht betragt je-
doch ungefahr 55 Mikroohm-Zentimeter. Dieser hohe
Widerstand bewirkt eine Signalverzégerung. Die Sig-
nalverzégerung bewirkt eine reduzierte Leistung und
eine uneinheitliche Anzeigequalitat. Darlber hinaus
ist die Nickel-Vanadium-Legierung teuer.

[0007] GemaéR einem Versuch zur Uberwindung der
Probleme, die mit dem Einsatz einer Nickel-Vanadi-
um-Legierung in der Zeilenmetallformation verbun-
den sind, haben Hersteller versucht weniger wider-
standsfahige Materialien wie etwa Aluminium einzu-
setzen. Viele dieser weniger widerstandsfahigen Ma-
terialien erfillen jedoch leider nicht die Anforderun-
gen hinsichtlich der Prozess- bzw. Verfahrenskompa-
tibilitdt. Zudem erzeugen viele dieser weniger wider-
standsfahigen Materialien keinen ausreichenden
elektrischen Kontakt mit der dartber liegenden Wi-
derstandsschicht fur eine effektive Funktionsweise.
Dies ist hauptsachlich durch das native Oxid begrin-
det, dass das native Oxid, das sich auf der leitfahigen
Schicht bildet, den Stromfluss behindert. Dariber hi-
naus beschadigen und verunreinigen folgende Ver-
fahrensschritte die Oberflache des Aluminiums. Im
Besonderen greifen die in spateren Verfahrensschrit-
ten eingesetzten alkalischen und Saurelésungen das
Aluminium an. Ferner kbnnen spatere Spul- und Rei-
nigungsschritte Rickstande hinterlassen, die an der
Oberflache des Aluminiums haften. Diese Verunreini-
gungs- bzw. Schmutzstoffe verschlechtern die Quali-
tat des elektrischen Kontakts zwischen dem Zeilen-
metall und dem Widerstand weiter.

[0008] Einer der Griinde daflir, dass das Aluminium
eine schlechte elektrische Bindung mit der dartiber
liegenden Widerstandsschicht erzeugt, ist die Oxida-
tion auf der Oberflache des Aluminiums. Diese Oxi-

dation ist die Folge der Aussetzung atmospharischer
Bedingungen. Dem Stand der Technik entsprechen-
de Verfahren haben versucht, eine gute elektrische
Bindung zwischen dem Aluminium und der dartber
liegenden Widerstandsschicht zu erreichen, indem
ein Atzvorgang an der Aluminiumschicht ausgefiihrt
wird, wie zum Beispiel ein Sputter-Atzvorgang. Durch
das Sputter-Atzen wird sich angesammelte Oxidation
(Aluminiumoxid) entfernt. Obgleich das Sputter-At-
zen fur kleine Oberflachenbereiche gute Ergebnisse
liefert, erzeugt das Sputter-Atzen keine einheitliche
bzw. gleichmaRige Abdeckung Uber die grofien
Oberflachenbereiche, die fur aktuelle FEDs erforder-
lich sind. Aus den oben genannten Griinden weist
Aluminium erhebliche Nachteile auf, wenn es fur die
Erzeugung von Zeilenmetall in dem Stand der Tech-
nik entsprechenden FED-Vorrichtungen eingesetzt
wird.

[0009] Das U.S. Patent US-A-5.601.466 offenbart
ein Verfahren zur Herstellung einer Emitterplatte fur
eine Feldemissionsvorrichtung mit Titan-Wolfram
(Ti:W) und Aluminium (Al). WO 96/42113 offenbart
eine laminare zusammengesetzte laterale Feldemis-
sionskathode und ein Verfahren zur Herstellung die-
ser.

[0010] Bendtigt wird somit eine FED mit Zeilenme-
tall, welche die Signalverzégerung so gering wie
moglich halt und die Kriterien fur die Signalausbrei-
tung und sonstige Leistungskriterien und Kriterien in
Bezug auf die Prozess- bzw. Verfahrenskompatibilitat
erfullt. Dartber hinaus wird eine FED bendtigt, die ein
Zeilenmetall aufweist, das sich leicht abscheiden und
atzen lasst, und wobei die Anzeige unter Verwen-
dung aktueller Verarbeitungs- bzw. Verfahrenstechni-
ken erzeugt werden kann. Ferner erforderlich sind
Verarbeitungsverfahren zur Erzeugung einer FED mit
Zeilenmetall mit geringem Widerstand, und das eine
gute Bindung mit einer Widerstandsschicht bildet.
Ferner werden Verarbeitungsverfahren bendtigt, die
eine FED mit Zeilenmetall bilden, das wahrend spa-
teren bzw. folgenden Verfahrens- bzw.

[0011] Verarbeitungsschritten widerstandsfahig ist
in Bezug auf Beschadigungen. Die vorliegende Erfin-
dung erfullt die vorstehend genannten Anforderun-
gen.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0012] Vorgesehen wird gemal der vorliegenden
Erfindung eine Feldemissionsanzeige (FED), die
eine verbesserte Kathodenstruktur aufweist. Die Ka-
thodenstruktur weist Zeilenmetall auf, das in hohem
Male leitfahig ist. Das Zeilenmetall wird unter Ver-
wendung von Aluminium gebildet, welches Uberla-
gert wird von einer diinnen Mantelschicht als Tantal.

[0013] In einem Ausfihrungsbeispiel der vorliegen-
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den Erfindung wird eine Frontplatte bzw. ein Schirm-
trager gebildet, in dem lumineszierendes Material in
dem auf einer Glasplatte ausgebildeten aktiven
Oberflachenbereich abgeschieden wird. Eine Katho-
denstruktur wird in einem aktiven Bereich auf einer
Ruckplatte gebildet. Wande werden entweder an der
Frontplatte oder der Ruickplatte angebracht. Ein
Glasabdichtungsmaterial wird innerhalb des Rands
der Frontplatte platziert. Die Rickplatte wird danach
Uber der Frontplatte platziert, so dass die Wande und
die Glasfritte zwischen der Frontplatte und der Riick-
platte angeordnet sind. Die Einheit bzw. der Zusam-
menbau wird danach durch Schritte der thermischen
Verarbeitung und der Evakuierung dicht verschlos-
sen, so dass eine fertige Feldemissionsanzeige
(FED) erzeugt wird.

[0014] Die Kathodenstruktur weist eine Reihe von
Metallstreifen auf, die ungefahr parallel zueinander
ausgerichtet sind (nachstehend bezeichnet als ,Zei-
lenmetall"). Jeder Streifen weist eine Schicht aus Alu-
minium auf, die von einer Schicht aus Mantel- bzw.
Ummantelungsmaterial Uberlagert wird. Eine Wider-
standsschicht Uberlagert das Zeilenmetall. Eine die-
lektrische Schicht Uberlagert die Widerstandsschicht.
Spaltenmetall Uberlagert die dielektrische Schicht.
Bei dem Spaltenmaterial handelt es sich um eine Rei-
he von Streifen aus leitfahigem Material auf, die un-
gefahr parallel zueinander ausgerichtet sind. Offnun-
gen, die sich durch das Spaltenmetall und durch die
dielektrische Schicht erstrecken, legen Abschnitte
der Widerstandsschicht frei. Emitter werden in den
Offnungen in dem Spaltenmetall und der dielektri-
schen Schicht gebildet, so dass sie elektrisch mit der
Widerstandsschicht gekoppelt werden. Im Betrieb
bzw. im Einsatz wird elektrischer Strom an einen oder
mehrere Streifen des Zeilenmetalls und an einen
oder mehrere Streifen des Spaltenmetalls angelegt,
so dass die Emitter tber den Streifen des Zeilenme-
talls angeordnet sind, an welche Strom angelegt wird,
sowie in Offnungen in den Streifen aus Spaltenme-
tall, an welche Strom angelegt wird, in Eingriff gelan-
gen, so dass sie Elektronen emittieren. Diese Elek-
tronen treffen auf den Phosphor bzw. Leuchtstoff auf,
der auf der Frontplatte abgeschieden wird, so dass
eine sichtbare Anzeige erzeugt wird.

[0015] Der Einsatz von Aluminium und Mantelmate-
rial zur Bildung von Zeilenmetall fUhrt zu Zeilenme-
tallsegmenten, die aufgrund der hohen Leitfahigkeit
von Aluminium hoch leitungsfahig sind. Unter Ver-
wendung von Verfahrens- bzw. Verarbeitungsschrit-
ten und einem Mantel- bzw. Uberzugsmaterial, das in
folgenden Schritten der thermischen Verarbeitung
nicht interdiffundiert, wird ein Zeilenmetall gebildet,
das eine gute elektrische Leitfahigkeit mit dartber lie-
genden Strukturen erhalt, und zwar auch nach Schrit-
ten der Verarbeitung bei hohen Temperaturen. Einge-
setzt wird ein Mantel- bzw. Uberzugsmaterial, das
eine gute Bindung mit der darlber liegenden Wider-

standsschicht bildet. GemaR der vorliegenden und
beanspruchten Erfindung wird Tantal als Mantelma-
terial eingesetzt. Beim Einsatz von Siliziumkarbid zur
Bildung der Widerstandsschicht wird zwischen der
Tantalschicht und dem Siliziumkarbid eine Bindung
mit guter elektrischer Leitfahigkeit erzeugt. Die resul-
tierende Struktur weist somit eine sehr hohe elektri-
sche Leitfahigkeit (durch die Aluminiumschicht) auf
sowie eine hohe Leitfahigkeit in die Widerstands-
schicht.

[0016] In einem Ausfihrungsbeispiel wird Alumini-
um abgeschieden, maskiert und geatzt, so dass Alu-
miniumstreifen gebildet werden. Eine Mantel- bzw.
Uberzugsschicht aus Tantal wird danach (ber den
Aluminiumstreifen abgeschieden. Danach wird ein
Atzvorgang ausgefiihrt, um einen Teil des Tantals
oder das ganze Tantal zwischen benachbarten Strei-
fen aus Aluminium und Tantal zu entfernen.

[0017] In einem alternativen Ausflhrungsbeispiel
werden das Aluminium und die Mantelschicht se-
quentiell in einer Vakuumabscheidungskammer ab-
geschieden. Die resultierende Struktur wird danach
maskiert und geéatzt, so dass Streifen resultieren, die
Aluminium aufweisen, das von der Mantelschicht
Uberlagert wird. Der sequentielle Abscheidungspro-
zess ergibt eine einheitlichere bzw. gleichmaRigere
Mantelschicht, da eine Oxidation zwischen der Alu-
miniumschicht und der Mantelschicht vermieden
bzw. verhindert wird, und da Verunreinigungen ver-
hindert werden, die durch die Schritte des Maskie-
rens, des Atzens und der Photoresist-Entfernung auf-
treten kénnen.

[0018] Die vorliegende Erfindung erzeugt eine
Struktur, die winschenswerte Leitfahigkeitseigen-
schaften aufweist, die zudem in dem Zeilenmetall
durchgangig einheitlich ausgepragt sind. Als Folge
der Widerstandsfahigkeit der Mantelschicht in Bezug
auf Beschadigungen wird das Zeilenmetall zudem in
den Verfahrensschritten nicht beschadigt, die auf den
Schritt des Abscheidens der Mantelschicht folgen.

[0019] Die bevorzugten bzw. winschenswerten
Leitfahigkeitseigenschaften sind fir das ganze Zei-
lenmetall einheitlich. Dies ist eine Folge der Wider-
standsfahigkeit der Mantelschicht in Bezug auf Be-
schadigungen in spateren Verfahrensschritten. Im
Besonderen widerstehen Tantal und sonstige feuer-
feste Metalle Beschadigungen, wenn sie atzenden
Chemikalien und Verarbeitungschemikalien ausge-
setzt werden, wie etwa alkalischen und Saurelésun-
gen, die fur gewohnlich in spateren bzw. folgenden
Verarbeitungsschritten verwendet werden. Alumini-
um ist ein winschenswerter Leiter, da es fur gewdhn-
lich bzw. weit verbreitet in elektronischen Schaltungs-
vorrichtungen eingesetzt wird, und da es kosten-
glnstig ist und eine gute Leitfahigkeit aufweist.
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[0020] Diese und andere Aufgaben und Vorteile der
vorliegenden Erfindung werden fur den Durch-
schnittsfachmann auf dem Gebiet aus der folgenden
genauen Beschreibung der bevorzugten Ausfiih-
rungsbeispiele, die in den verschiedenen Abbildun-
gen der Zeichnungen veranschaulicht werden, zwei-
felsohne offensichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Die beigefliigten Zeichnungen, die in der vor-
liegenden Patentschrift enthalten sind und einen Teil
dieser bilden, veranschaulichen Ausflihrungsbeispie-
le der Erfindung, und in Verbindung mit der Beschrei-
bung dienen sie zur Erlauterung der Grundsatze der
vorliegenden Erfindung. Es zeigen:

[0022] Fig. 1A eine seitliche Querschnittsansicht ei-
ner Stufe zur Abscheidung einer Schicht aus Alumini-
um auf einer Glasplatte gemaf der vorliegenden und
beanspruchten Erfindung;

[0023] Fig. 1B eine seitliche Querschnittsansicht,
die das Atzen eines Aluminiumstreifens gemaR der
vorliegenden und beanspruchten Erfindung veran-
schaulicht;

[0024] Fig. 1C eine seitliche Querschnittsansicht,
welche das Abscheiden einer Mantelschicht geman
der vorliegenden und beanspruchten Erfindung ver-
anschaulicht;

[0025] Fig. 1D eine seitliche Querschnittsansicht,
welche die Struktur aus Fig. 1C nach einem Maskie-
rungs- und Atzschritt gemaR der vorliegenden und
beanspruchten Erfindung veranschaulicht;

[0026] Fig. 1E eine Draufsicht, welche Zeilenmetall-
streifen gemal der vorliegenden und beanspruchten
Erfindung veranschaulicht;

[0027] Fig.1F eine seitliche Querschnittsansicht,
welche das Abscheiden einer Widerstandsschicht
gemald der vorliegenden und beanspruchten Erfin-
dung veranschaulicht;

[0028] Fig.1G eine seitliche Querschnittsansicht,
welche das Abscheiden einer dielektrischen Schicht
gemald der vorliegenden und beanspruchten Erfin-
dung veranschaulicht;

[0029] Fig.1H eine seitliche Querschnittsansicht,
welche das Abscheiden einer Metallschicht geman
der vorliegenden und beanspruchten Erfindung ver-
anschaulicht;

[0030] Fig. 1l eine seitliche Querschnittsansicht der
Struktur aus Fig. 1H nach den Maskierungs- und Atz-
schritten sowie den Emitterbildungsschritten geman
der vorliegenden und beanspruchten Erfindung;

[0031] Fig. 1J eine Draufsicht einer fertig gestellten
Kathodenstruktur geman der vorliegenden und bean-
spruchten Erfindung;

[0032] Fig. 1K eine seitliche Querschnittsansicht ei-
nes Ausfuhrungsbeispiels mit einem wiinschenswer-
ten Seitenwandprofil gemaf der vorliegenden und
beanspruchten Erfindung;

[0033] Fig.2 ein Diagramm eines Verfahrens zur
Bildung einer Feldemissionsanzeige gemal der vor-
liegenden und beanspruchten Erfindung;

[0034] Fig. 3 eine Querschnittsansicht eines Ver-
fahrens zur Bildung einer Feldemissionsanzeige ge-
mal der vorliegenden und beanspruchten Erfindung;
und

[0035] Fig. 4 ein Diagramm, das die Schritte eines
Verfahrens zur Bildung einer Feldemissionsanzeige
gemal der vorliegenden und beanspruchten Erfin-
dung veranschaulicht.

BESTE AUSFUHRUNGSART FUR DIE VORLIE-
GENDE ERFINDUNG

[0036] Nachstehend wird in naheren Einzelheiten
auf die bevorzugten Ausflihrungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung Bezug genommen, wobei Beispie-
le dieser in den beigefugten Zeichnungen veran-
schaulicht werden. Die Erfindung wird zwar in Bezug
auf die bevorzugten Ausfihrungsbeispiele beschrie-
ben, wobei hiermit jedoch festgestellt wird, dass die
vorliegende Erfindung nicht auf die beschriebenen
Ausfuhrungsbeispiele beschrankt ist. Im Gegenteil,
die vorliegende Erfindung umfasst Alternativen, Mo-
difikationen und Aquivalente, die unter den Umfang
der Erfindung gemaR der Definition in den anhangi-
gen Ansprichen fallen. In der folgenden genauen Be-
schreibung der vorliegenden Erfindung werden fer-
ner zahlreiche besondere Einzelheiten ausgefihrt,
um ein umfassendes Verstandnis der vorliegenden
Erfindung zu vermitteln. Fur den Durchschnittsfach-
mann auf dem Gebiet ist es jedoch offensichtlich,
dass die vorliegende Erfindung auch ohne diese be-
sonderen Einzelheiten ausgefiihrt werden kann. In
anderen Fallen wurden allgemein bekannte Verfah-
ren, Abladufe, Komponenten und Schaltungen nicht
naher beschrieben, um die Aspekte der vorliegenden
Erfindung nicht unnétig zu verschleiern.

[0037] In einem Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung ist eine Frontplatte, die eine oder meh-
rere Schichten von Leuchtstoffen darauf abgeschie-
den aufweist, mit einer Riickplatte gekoppelt, auf der
eine Kathodenstruktur gebildet wird. Die Kathoden-
struktur weist Emitter auf, wie etwa den Emitter 140
aus der Abbildung aus Fig. 1 und den Emitter 340
aus der Abbildung aus Fig. 3, die Elektronen emittie-
ren, die auf die Leuchtstoffschichten auf der Front-
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platte auftreffen, so dass sichtbares Licht emittiert
wird und eine sichtbare Anzeige gebildet wird.

[0038] Die Rickplatte 100 aus den Abbildungen der
Fig. 1A-Fig. 1J weist eine Kathodenstruktur auf, die
Zeilenmetall aufweist, das aus einer Aluminium-
schicht gebildet wird, Gber welcher eine Schicht eines
Uberzugs- bzw. Mantelmaterials abgeschieden wird.
Die Abbildung aus Fig. 2 zeigt ein Verfahren 201 zur
Bildung einer FED. In Bezug auf den Schritt 210 aus
Fig. 2 wird eine Ruckplatte 100 gebildet, in dem zu-
erst eine Aluminiumschicht tGber die Rickplatte 100
abgeschieden wird. Die Abbildung aus Fig. 1A zeigt
die Rickplatte 100, welche eine Glasplatte 101 auf-
weist, Uber welche die Aluminiumschicht 102 abge-
schieden wird. In einem Ausfiihrungsbeispiel wird die
Aluminiumschicht 102 durch einen Sputter-Abschei-
dungsprozess abgeschieden.

[0039] Die Aluminiumschicht wird danach maskiert
und geatzt, wie dies durch den Schritt 211 aus der
Abbildung aus Fig. 2 dargestellt ist. Die Abbildung
aus Fig. 1B zeigt die Struktur aus Fig. 1A nachdem
Maskierungs- und Atzschritte die Aluminiumschicht
102 aus Fig. 1A geatzt haben, so dass ein Alumini-
umstreifen 103 gebildet wird. Sofern dies erforderlich
ist, kann ein Reinigungsschritt, wie zum Beispiel ein
lonenreinigungsschritt, oder ein Sputter-Atzschritt
eingesetzt werden, um die Oberflache des Alumini-
ums zu reinigen. In einem Ausfuhrungsbeispiel wird
ein Sputter-Atzverfahren unter Verwendung eines Ar-
gonplasmas eingesetzt, um die Oberflache des Alu-
miniums zu saubern.

[0040] Eine Schicht Mantelmaterial wird danach
Uber der Ruckplatte 100 abgeschieden, wie dies
durch den Schritt 212 aus FEig. 2 dargestellt ist. Die
Abbildung aus Fig. 1C zeigt die Struktur aus Fig. 1B
nach dem Abscheiden der Mantelschicht 104. In ei-
nem Ausflihrungsbeispiel wird die Mantel- bzw. Uber-
zugsschicht 104 durch ein Sputter-Abscheidungsver-
fahren abgeschieden. Sofern dies erforderlich ist,
kann ein Reinigungsschritt, wie zum Beispiel ein lo-
nenreinigungsschritt, oder ein Sputter-Atzschritt ein-
gesetzt werden, um die Oberflache des Aluminiums
zu reinigen. In einem Ausfuhrungsbeispiel wird ein
Sputter-Atzverfahren unter Verwendung eines Ar-
gonplasmas eingesetzt, um die Oberflache des Alu-
miniums zu saubern. In einem Ausfihrungsbeispiel
wird die Mantelschicht 104 aus einem feuerfesten
Metall gebildet. GemaR der vorliegenden und bean-
spruchten Erfindung wird Tantal verwendet, da es ei-
nen guten elektrischen Kontakt mit den daruber lie-
genden Widerstandsschichten herstellt und keine In-
terdiffusion mit Aluminium aufweist. Darlber hinaus
ist Tantal kompatibel mit allen folgenden Verfahrens-
schritten und Verfahrenschemikalien, die fir gewdhn-
lich verwendet werden. Im Besonderen ist Tantal wi-
derstandsfahig in Bezug auf Prozesschemikalien und
I&sst sich leicht verarbeiten.

[0041] Danach werden die Maskierungs- und Atz-
schritte ausgefiihrt, wie dies durch den Schritt 213
aus Fig. 2 dargestellt ist. Diese Maskierungs- und
Atzschritte bilden Zeilenmetallstreifen, wie etwa den
Zeilenmetallstreifen 108, der sich Uber den aktiven
Bereich 20 erstreckt, wie dies in der Abbildung aus
Fig. 1E dargestellt ist. In Bezug auf die Abbildung
aus Fig. 1D entfernen die Maskierungs- und Atz-
schritte das Mantelmaterial bzw. das Uberzugsmate-
rial, das die Glasplatte 101 Uberlagert und das Man-
telmaterial, das Uber die seitlichen Oberflachen des
Aluminiumstreifens 106 abgeschieden wird. Dabei
verbleibt die Mantelschicht 107, welche den Alumini-
umstreifen 106 Uberlagert, so dass der Zeilenmetall-
streifen 108 gebildet wird. Ein Nassatzvorgang kann
eingesetzt werden, um sowohl die Mantelschicht als
auch das Aluminium zu atzen.

[0042] In einem Ausfuhrungsbeispiel wird ein reakti-
ves lonenatzverfahren eingesetzt, um das Aluminium
und die Mantelschicht zu atzen. In dem vorliegenden
Ausfiihrungsbeispiel wird ein erster Atzvorgang unter
Verwendung von Fluorplasma eingesetzt, um durch
die Mantelschicht zu &tzen. Das Atzen endet an dem
Aluminium. Das Atzen des Aluminiums wird danach
unter Verwendung eines Chlorplasmas ausgefuhrt.
Auf das Atzen folgt ein Flurgasspiilvorgang, um
Chlorriickstande zu entfernen. In einem Ausfih-
rungsbeispiel wird ein Atzverfahren eingesetzt, so
dass eine Struktur resultiert, die Seitenoberflachen
aufweist, die geneigt sind anstatt vertikal zu verlau-
fen. Die Abbildung aus Eig. 1K zeigt einen Zeilenme-
tallstreifen 198, der durch Atzen der Aluminium-
schicht 196 und der Mantelschicht 197 unter Verwen-
dung eines Atzverfahrens gebildet wird, so dass die
Seitenoberflache 191 und die Seitenoberflache 192
geneigt sind. Diese Struktur ermdglicht eine gute Stu-
fenabdeckung folgender sich tiberlagernder Schich-
ten. Daruber hinaus wird diese Struktur aus Belas-
tungs- bzw. Beanspruchungsaspekten bevorzugt, da
sie nach folgenden Schritten der thermischen Verar-
beitung zu weniger Beschadigungen der Kathoden-
struktur flhrt.

[0043] Danach wird eine Widerstandsschicht abge-
schieden, wie dies durch den Schritt 214 aus der Ab-
bildung aus Fig. 2 dargestellt ist. In einem Ausfih-
rungsbeispiel wird Siliziumkarbid (SiC) als Wider-
stand eingesetzt. Die Abbildung aus Fig. 1F zeigt die
Struktur aus Fig. 1D nach dem Abscheiden der Wi-
derstandsschicht 110. Die Widerstandsschicht 110
Uberlagert den Zeilenmetallstreifen 108. Im Besonde-
ren Uberlagert die Widerstandsschicht 110 die Man-
telschicht 107 und umgibt die Seiten der Aluminium-
schicht 106. In einem Ausflihrungsbeispiel wird die
Widerstandsschicht 110 gebildet, indem eine erste
Schicht Siliziumkarbid mit einer Dicke von ungefahr
200 Angstrom abgeschieden wird, wobei diese mit
Stickstoff dotiert ist, um ihr Widerstandsvermdgen an
die Anforderungen des Systems anzupassen. Da-
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nach wird eine dinne Schicht Cermet uber die
SiC-Schicht abgeschieden, um die Widerstands-
schicht fertig zu stellen. In einem Ausfuhrungsbei-
spiel weist die Schicht aus Cermet eine Dicke von un-
gefahr 500 Angstrom auf. Cermet ist ein widerstands-
fahiges bzw. Widerstandsmaterial, das im Handel
von Pure Tech Incorporated, Carmel, NY, USA, er-
haltlich ist und aus Silliziumdioxid (SiO2) und Chrom
(Cr) gebildet wird.

[0044] Die Formation bzw. Bildung der Kathoden-
struktur wird danach abgeschlossen, wie dies in den
Schritten 218, 220, 222 und 224 aus der Abbildung
aus Fig. 2 dargestellt ist. In einem Ausfuhrungsbei-
spiel wird eine dielektrische Schicht Uber der Wider-
standsschicht abgeschieden, wie dies durch den
Schritt 216 aus Fig. 2 dargestellt ist. In einem Aus-
fuhrungsbeispiel wird eine dielektrische Schicht mit
einer Dicke von ungefahr 1500 Angstrom abgeschie-
den. Die Abbildung aus Fig. 1G zeigt die Struktur aus
Fig. 1F, nachdem die dielektrische Schicht 120 Gber
die Widerstandsschicht abgeschieden worden ist. In
einem Ausfuhrungsbeispiel wird Siliziumdioxid zur
Bildung der dielektrischen Schicht 120 verwendet.

[0045] Als nachstes wird Spaltenmetall gebildet, in-
dem eine Schicht aus Metall Gber die Oberflache der
Ruckplatte 100 abgeschieden wird. In einem Ausfih-
rungsbeispiel wird Chrom fur die Gestaltung des
Spaltenmetalls verwendet. Die Abbildung aus
Eig. 1H zeigt die Struktur aus Eig. 1G, nachdem die
Schicht aus Metall 128 abgeschieden worden ist. Die
Schicht aus Metall wird danach maskiert und geéatzt,
wie dies durch den Schritt 220 aus Fig. 2 dargestellt
ist. Als nachstes werden die Emitter6ffnungen geatzt.
Die Emitter6ffnungen kénnen durch jedes einer Rei-
he bekannter Atzverfahren geéatzt werden. In einem
Ausfuhrungsbeispiel werden Schaden- bzw. Bescha-
digungsspuren eingesetzt, um die Emitteréffnungen
zu lokalisieren, die danach geatzt werden. Die Emit-
ter werden danach in den Emitteréffnungen ausgebil-
det, wie dies durch den Schritt 224 aus Fig. 2 darge-
stellt ist. Die Abbildung aus Fig. 11 zeigt die Struktur
aus Fig. 1H, nachdem Maskierungs- und Atzschritte
die Zeilenmetallstreifen geatzt haben, allgemein dar-
gestellt als Zeilenmetallstreifen 130, nachdem die
Emitterdffnungen geatzt worden sind, und nachdem
Emitter, die allgemein als die Emitter 140 dargestellt
sind, in der Ruckplatte 100 gebildet worden sind. Gat-
ter (nicht abgebildet) und andere erforderliche Struk-
turen und Schaltungen werden ebenfalls erzeugt, um
die Ruckplatte fertig zu stellen.

[0046] Die Abbildung aus Fig. 1J zeigt die Rickplat-
te 100 nach Ausflihrung der Schritte 210-214, 216,
218, 220, 222 und 224 aus der Abbildung aus Fig. 2,
wie dies in den Abbildungen der Fig. 1A-Fig. 11 dar-
gestellt ist. Die tber der Glasplatte 101 ausgebildete
Kathodenstruktur weist Spaltenmetallstreifen auf, all-
gemein dargestellt als der Spaltenmetallstreifen 130.

In einem Ausfiihrungsbeispiel weisen die Spaltenme-
tallstreifen 130 eine Dicke von ungefahr 1500 Angst-
rom auf. Die Spaltenmetallstreifen, die allgemein als
der Spaltenmetallstreifen 130 dargestellt sind, erstre-
cken sich aus dem aktiven Bereich 20 zur Verbindung
mit elektronischen Schaltungen. In dhnlicher Weise
erstrecken sich Zeilenmetallstreifen, die allgemein
als der Zeilenmetallstreifen 108 dargestellt sind, aus
dem aktiven Bereich 20 hinaus fur eine Verbindung
mit elektronischen Schaltungen.

[0047] In einem alternativen Ausflhrungsbeispiel
Uberlagert die Mantel- bzw. Uberzugsschicht die Sei-
ten jedes Aluminiumstreifens. In Bezug auf die Abbil-
dung aus Fig. 2 wird eine Aluminiumschicht abge-
schieden, wie dies durch den Schritt 210 aus Fig. 2
dargestellt ist, und sie wird danach maskiert und ge-
atzt, wie dies durch den Schritt 211 dargestellt ist.
Das in dem Atzvorgang eingesetzte Photoresist wird
danach abgezogen. Die Schicht aus Mantel- bzw.
Uberzugsmaterial wird abgeschieden, wie dies durch
den Schritt 212 dargestellt ist, und die Mantelschicht
wird maskiert und geatzt, wie dies durch den Schritt
213 dargestellt ist. Die Maskierungs- und Atzschritte
entfernen jedoch nur einen Teil des Abschnitts oder
den ganzen Abschnitt der Mantelschicht, welcher die
Glasplatte zwischen jedem Aluminiumstreifen Uberla-
gert (um einen Kontakt zwischen den Aluminiumstrei-
fen zu verhindern). Die Seiten jedes Aluminiumstrei-
fens liegen somit nicht frei. Die Widerstandsschicht
wird danach Uber der Mantelschicht abgeschieden,
wie dies durch den Schritt 214 dargestellt ist. Danach
wird die dielektrische Schicht abgeschieden, und das
Spaltenmetall wird maskiert und geatzt, wie dies
durch die Schritte 216, 218 und 220 dargestellt ist.
Wie dies durch die Schritte 222 und 224 dargestellt
ist, werden Emitteréffnungen geatzt und Emitter ge-
bildet.

[0048] Die Abbildung aus Fig. 3 zeigt eine Rickplat-
te, bei der das Mantelmaterial weiter die Oberseite
und die Seiten jedes Aluminiumstreifens Uberlagert,
wobei dies allgemein als der Aluminiumstreifen 306
dargestellt ist. Der Uberzug bzw. die Ummantelung,
allgemein als die Mantel- bzw. Uberzugsschicht 307
dargestellt, dichtet jeden der Aluminiumstreifen 306
ab, so dass Zeilenmetallstreifen gebildet werden, die
allgemein als der Zeilenmetallstreifen 308 dargestellt
sind. Da die Seiten jedes der Aluminiumstreifen 306
mit dem Uberzug dicht abschlieRen, ist der Alumini-
umstreifen 306 in folgenden bzw. spateren Verarbei-
tungs- bzw. Verfahrensschritten vor Beschadigungen
geschutzt.

[0049] In einem Ausfuhrungsbeispiel wird das Ab-
scheiden von Aluminium und dem Uberzugs- bzw.
Mantelmaterial sequentiell durchgefiihrt. Die Abbil-
dung aus Fig. 4 zeigt ein Verfahren zur Gestaltung ei-
ner FED unter Verwendung eines sequentiellen Alu-
minium- und Uberzugs-Abscheidungsverfahrens.
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Wie dies in der Abbildung aus Fig. 4 dargestellt ist,
wird in dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel eine
Aluminiumschicht so abgeschieden, wie dies in dem
Schritt 410 dargestellt ist, wobei danach eine Schicht
Mantel- bzw. Uberzugsmaterial folgt, wie dies in dem
Schritt 411 dargestellt ist. In einem Ausfluhrungsbei-
spiel wird dieses Verfahren ausgefuhrt, indem se-
quentiell die Aluminiumschicht und die Mantelschicht
in einer Vakuumbedampfungskammer durch Sput-
ter-Abscheidungsverfahren abgeschieden werden.
Die sequentielle Abscheidung der Aluminium- und
Mantelschichten verhindert eine Oxidation und Ver-
unreinigung der Aluminiumgrenzflache zwischen den
Aluminium- und Mantelschichten. Die Aluminium-
und Mantelschichten werden danach geatzt, wie dies
durch den Schritt 412 dargestellt ist. Wenn in einem
Ausfiuhrungsbeispiel Tantal als ein Mantel- bzw.
Uberzugsmaterial eingesetzt wird, wird ein erster Atz-
vorgang unter Verwendung von Fluorplasma einge-
setzt, um durch das Uberzugsmaterial zu atzen. Das
Atzen endet an der Aluminiumschicht. Die Alumini-
umschicht wird danach unter Verwendung eines
Chlorplasmas geéatzt. Auf das Atzen folgt ein Spiilen
mit Fluorgas, um Chlorriickstdnde zu entfernen. Da-
nach wird die Photoresist-Maske entfernt. Die Wider-
standsschicht wird danach gemaf der Darstellung
durch die Schritte 416 und 418 abgeschieden. Zuerst
wird eine Schicht aus Siliziumkarbid gemaR der Dar-
stellung durch den Schritt 416 abgeschieden. Als
nachstes wird eine Schicht aus Cermet geman der
Darstellung durch den Schritt 418 abgeschieden. Die
Struktur wird danach fertig gestellt durch Abscheiden
einer dielektrischen Schicht, Abscheiden, Maskieren
und Atzen von Spaltenmetall sowie Atzen von Emit-
ter6ffnungen und Bilden von Emittern gemaf der
Darstellung durch die Schritte 419-423.

[0050] Der Einsatz von Tantal als Mantelmaterial
verhindert eine signifikante Interdiffusion des Alumi-
niums und des Tantals. Selbst nach Hochtemperatur-
zyklen in dem Fertigungsprozess ist wenn uberhaupt
nur eine geringflgige Interdiffusion gegeben. Folglich
kommt es zu keinem Anstieg des Widerstandsvermé-
gens als Folge von Interdiffusion. Dies sieht eine gute
horizontale und vertikale elektrische Leitfahigkeit vor.
Die verbesserte horizontale und vertikale Leitfahig-
keit gemaR der vorliegenden Erfindung reduziert die
Signalausbreitungsverzégerung und erméglicht die
Produktion hellerer Anzeigen mit schnelleren Bild-
wiederholfrequenzen bzw. Bildwiederholraten.

[0051] Die vorliegende Erfindung wird zwar in Be-
zug auf den Einsatz eines feuerfesten Metalls wie
etwa Tantal als ein Uberzugs- bzw. Mantelmaterial
beschrieben, wobei jedoch jedes sonstige einer Viel-
zahl von Materialien verwendet werden kann, sofern
das Material die Kriterien der leichten Verarbeitung,
der nicht auftretenden Interdiffusion mit Aluminium,
der Herstellung eines guten elektrischen Kontakts mit
der Aluminiumschicht, der Herstellung des guten

elektrischen Kontakts mit der dartber liegenden Wi-
derstandsschicht erfiillt und kompatibel bzw. vertrag-
lich ist bzw. mit folgenden Verfahrens- bzw. Verarbei-
tungsschritten und Verfahrenschemikalien. Zu ande-
ren feuerfesten Metallen, welche die vorstehenden
Anforderungen erfillen, z&hlen Molybdan, Wolfram
und Titan. Zusatzlich zu Tantal zdhlen zu weiteren
Materialien, welche die vorstehend aufgefiihrten Vor-
aussetzungen erflillen, Niob, Nickel, Chrom, Metallsi-
lizide und Verbundfolien bzw. Verbundfilme wie etwa
Tantalnitrid, Titan-Wolfram und Metallsilizide.

[0052] Die vorstehenden Beschreibungen spezifi-
scher Ausflihrungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung dienen den Zwecken der Veranschaulichung
und Beschreibung. Sie sind weder umfassend bzw.
erschoépfend noch schranken sie die vorliegende Er-
findung auf genau die offenbarten Ausfiihrungen ein,
und nattrlich sind zahlreiche Modifikationen und Ab-
anderungen im Einklang mit den vorstehend ausge-
fuhrten Lehren méglich. Die Ausflhrungsbeispiele
wurden so ausgewahlt und beschrieben, um die
Grundsatze der vorliegenden Erfindung und deren
praktische Anwendung bestmaéglich zu erlautern, um
es dadurch anderen Fachleuten auf dem Gebiet zu
ermdglichen, die Erfindung sowie verschiedene Aus-
fuhrungsbeispiele mit verschiedenen Modifikationen
bestmdglich zu nutzen, wie sich diese jeweils fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Der Um-
fang der vorliegenden Erfindung ist durch die anhan-
gigen Anspriche definiert.

Patentanspriiche

1. Feldemissionsanzeige, die eine Frontplatte mit
einem aktiven Oberflachenbereichen und eine an ei-
ner Rickplatte (100) ausgebildete Kathodenstruktur
aufweist, wobei die genannte Kathodenstruktur fol-
gendes umfasst:
eine erste Metallschicht (102), die Gber der genann-
ten Rickplatte in einer Mehrzahl von Zeilen (103) an-
geordnet ist, wobei die genannte erste Metallschicht
aus Aluminium gebildet wird, um die Leitfahigkeit
durch die genannte erste Metallschicht zu verbes-
sern;
eine Mantelschicht (104), die Uber der genannten
ersten Metallschicht angeordnet ist, so dass die ge-
nannte erste Metallschicht und die genannte Mantel-
schicht eine Mehrzahl von Zeilen aus Metall (108) bil-
den, wobei die genannte Mantelschicht aus Tantal
gebildet werden und elektrisch mit der genannten
ersten Metallschicht gekoppelt ist;
eine Widerstandsschicht (110), die Gber der genann-
ten Mantelschicht ausgebildet und elektrisch mit der
genannten Mantelschicht gekoppelt ist; und
eine Mehrzahl von Emittern (140, 340), die tber der
genannten Widerstandsschicht angeordnet und mit
der genannten Widerstandsschicht elektrisch gekop-
pelt sind, so dass nach Zufuhr von Strom an die ge-
nannte ersten Metallschicht und die genannte Man-
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telschicht elektrischer Strom selektiv durch die ge-
nannte Widerstandsschicht flie3t und selektiv mit den
genannten Emittern eingreif, um Elektronen zu er-
zeugen, die auf die genannte aktive Flache der ge-
nannten Frontplatte auftreffen sollen, so dass eine
sichtbare Anzeige erzeugt wird.

2. Feldemissionsanzeige nach Anspruch 1, wo-
bei die genannte Kathodenstruktur ferner folgendes
umfasst:
eine dielektrische Schicht (120), die tiber der genann-
ten Ruckplatte abgeschieden wird, so dass die ge-
nannte dielektrische Schicht die genannte Wider-
standsschicht Uberlagert, wobei die genannte dielek-
trische Schicht darin ausgebildete Offnungen auf-
weist;
eine zweite Metallschicht (128), die Giber der genann-
ten dielektrischen Schicht in einer Mehrzahl von
Spalten angeordnet ist, wobei die genannte zweite
Metallschicht eine Mehrzahl von darin ausgebildeten
Offnungen aufweist; und
wobei die genannten Emitter in Offnungen angeord-
net sind, die sich durch die genannte dielektrische
Schicht erstrecken, und wobei sie sich durch die ge-
nannte zweite Metallschicht erstrecken, so dass nach
Zufuhr von Strom an eine der genannten Metallzeilen
und nach Zufuhr von Strom an eine der genannten
Spalten der genannten zweiten Metallschicht der
elektrische Strom selektiv von den genannten Metall-
zeilen zu den genannten Emittern flieRt, so dass die
genannten Emitter Elektronen zum Erzeugen einer
Anzeige emittieren.

3. Feldemissionsanzeige nach Anspruch 1, wo-
bei die genannte Widerstandsschicht ferner folgen-
des umfasst:
eine Schicht aus Siliziumkarbid, angeordnet tiber der
genannten Mantelschicht, wobei die genannte
Schicht aus Siliziumkarbid elektrisch mit der genann-
ten Mantelschicht gekoppelt ist, so dass elektrischer
Strom von der genannten Mantelschicht in die ge-
nannte Schicht aus Siliziumkarbid flieRen kann; und
eine Schicht aus Cermet, die Uber der genannten
Schicht aus Siliziumkarbid angeordnet ist; wobei die
genannte Schicht aus Cermet elektrisch mit der ge-
nannten Schicht aus Siliziumkarbid gekoppelt ist, um
es zu ermoglichen, dass elektrischer Strom von der
genannten Schicht aus Siliziumkarbid in die genann-
te Schicht aus Cermet flie3t, wobei die genannten
Emitter Gber der genannten Schicht aus Cermet so
angeordnet sind, dass nach der Zufuhr von elektri-
schem Strom an die genannten Metallzeilen elektri-
scher Strom in die genannten Emitter flief3t, um se-
lektiv mit den genannten Emittern einzugreifen.

4. Feldemissionsanzeige nach Anspruch 3, wo-
bei die genannte erste Metallschicht eine obere
Oberflache und seitliche Oberflachen aufweist, und
wobei die genannte Mantelschicht Gber der genann-
ten ersten Metallschicht angeordnet ist, so dass die

genannte Mantelschicht die genannte obere Oberfla-
che und die genannten Seitenoberflachen der ge-
nannten ersten Metallschicht Uberlagert.

5. Feldemissionsanzeige nach Anspruch 1, wo-
bei die genannte erste Metallschicht eine obere
Oberflache und seitliche Oberflachen aufweist, und
wobei die genannten seitlichen Oberflachen geneigt
sind.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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